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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

本研究では，有機半導体電界効果トランジスタ（ＯＦＥＴ）の伝導機構解明につながる新しい電気伝導特性評価法として走査ゲート顕微法（ＳＧＭ）の応用を目指した研究を進めた．まず，有機半導体（銅フタロシアニン：ＣｕＰｃ）ＦＥＴからのＳＧＭ応答を検出する手法の確立を目指した．①既存のＳＰＭ装置のステージ等の改造および測定系の構築，②電極形状および構造の最適化，③探針から試料へのリーク電流を防ぐためのリフト法の採用，④レーザ光照射による光電流とＳＧＭ応答との分離，といった問題を解決することで，金属／有機半導体界面の位置でＳＧＭ応答のピークを観測することに成功した．これは界面におけるショットキー障壁が探針からの電場によって局所的に変調された結果であり，ショットキー障壁の存在を証明するものである．さらに，探針に印加する直流電圧に交流電圧を重畳させ，交流変調に対する応答をロックインアンプで検出する方法を導入することにより，信号／ノイズ比を従来の直流法に比べて６倍以上向上され，測定に必要な時間が約１／１００に短縮された．これによりチャネル全体を網羅したＳＧＭ応答の２次元マッピングが可能となった．この交流変調型ＳＧＭにより，Ａｕ／ＣｕＰｃ界面に沿って，断続的に並んだ鮮明なＳＧＭ応答ピークを観測することができた．これは界面における電気的な接触が一様でないために，キャリア注入可能な領域が断続的になっていると考えられる．このような現象はバックゲートによる一括したゲート変調では判別できなかった現象であり，ＳＧＭ観察による評価の有効性を示すものである．さらに各注入個所に対し，個別に閾値電圧や相互コンダクタンスの評価が可能であることも示された．
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	欧文概要　ＥＺ

In this study, scanning gate microscopy (SGM) has been applied for a characterization of transport regime of organic field effect transistor (OFET).  Firstly, an establishment of how to obtain the SGM response has been tried using an OFET composed of copper-phthalocyanine.  After clearing some important techniques, a SGM response was obtained at the edges of a metal electrode for the first time.  It can be considered that this would be due to local modulation of Schottky barrier at the interface between a metal and an organic semiconductor.  Moreover, the signal/noise ratio in the SGM response has been extremely improved by introducing a method using ac modulation on the tip bias and a lock-in detection technique.  The improvement provides two-dimensional SGM observation on the whole channel.  Using this method, intermittent peaks of SGM response has been visualized along the edge of the electrodes.  It means that the carriers (hole) are not injected uniformly from the metal electrode to organic channel.  This would be due physical disconnection at the interface because of the bottom contact structure.  Moreover, from the dc-tip voltage dependence with the ac-modulation, it is also confirmed that each injected point has different threshold voltage.
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